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個々のデバイスのダウンサイジング化によって、
よりコンパクトで高機能な製品を提供することがで
きます。将来的にフォトニック結晶を用いた光回路
や量子回路、センサ等へ適用できるようなナノデ
バイスをVLS (vapor-liquid-solid)法による半導体
ナノワイヤを応用して作製することを試みています。

VLS成長半導体ナノワイヤは主に金属微粒子を

触媒として作製します。これまで、このワイヤ成長
でヘテロ構造やpn接合を作製する検討がなされ

てきております。私たちは有機金属気相成長法と
組み合わせて複雑な３次元へテロ構造を作製して
きました。

このナノワイヤを用いたナノデバイスはボトムアッ
プ的に作製できる可能性があります。制御性良く
できれば低コストで高機能なデバイス群が実現し
ます。また、ナノサイズの構造は様々な量子効果
を生じます。量子情報通信や量子コンピュータで
鍵となるデバイス構造の実現も期待されます。

新しいナノデバイスに向けて
～新しいアプローチで一次元ナノヘテロ構造の制御～

章 国強（Guoqiang Zhang）
Zhang.guoqiang@lab.ntt.co.jp
舘野 功太（Kouta Tateno）
Tateno.kouta@lab.ntt.co.jp
後藤 秀樹（Hideki Gotoh）
Gotoh.hideki@lab.ntt.co.jp

Ten InAsP layers in an InP nanowire
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Modifying the InP nanowire diameter during the growth
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